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第 3 章では、 SiC に関する研究をまとめている。まず、 n 型 15R-SiC を取り上げ、その縦光学 (LO) フォノン・プ
ラズモン結合モードをラマン散乱分光法により観測し、スペクトル形状解析をもとに自由キャリアの電気的特性を評
価して、電子移動度の異方性を見出している。次に SiC 素子作製上で重要な電極金属/半導体間の界面反応に対するラ





第 4 章では、 GaN、および InGaN のヘテロ構造物に対する研究をとりまとめている。まず、前章で取り上げられ
た顕微ラマン分光を用いた金属/半導体界面反応の研究手法を、 p 型 GaN と電極金属の反応の診断に適用している。







第 5 章では、 InN に関する研究を述べている。 InN は最も解明の遅れている窒化物半導体に属しているが、本章で
は、ラマン分光法や可視近赤外吸収測定などの分光計測や、 X線回折、 X線光電子分光法などの種々の計測をもとに、
InN のバンドギャップエネルギーや応力歪みなどの基礎物性を調べている。その結果、良質な InN 結品のバンドギャ













(1)ワイドバンドギャップ半導体の特質のひとつである可視光領域での高い透明性を利用して、 SiC や GaN と電極と
の間の半導体/金属界面反応を調べている。具体的にはプロープ光を半導体試料の裏面から入射させることにより、金
属/半導体界面を直接観察している。その結果、まず n 型 6H-SiC と金属電極 (Ni、及びTi)の界面では、熱処理温
度に応じて電極金属のシリサイド化合物形成反応やカーボンクラスターの形成反応が進むこと、反応には SiC の面極
性依存性があること、さらにこの界面反応と電極の電流・電圧特性に密接な相関があることなどを見出している。つぎ、












(4)lnN エピタキ、ンャル膜試料に対して、ラマン分光法や可視近赤外吸収測定、またX線回折、 X線光電子分光法 (XPS)
などによる評価を行い、 InN 膜中の残留応力の評価、及び InN 試料の結晶性劣化と電子バンド構造の変化について系
統的に調べている。その結果、良質な InN 結晶のバンドギャップエネルギーは従来唱えられていた1.9 eV よりはず
っと小さな値、 0.7"'"'0.9 eV であることを実験的に確かめている。さらに InN エピタキシャル膜の結晶性劣化には酸
素不純物の混入の影響が大きいこと、また酸素の混入とともにバンドギャップエネルギーが増大することを見出して
いる。これらの結果をもとに従来のバンドギャップエネルギーとの大きな差異について、酸素の混入が大きく関与し
ている可能性を指摘している。
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以上のように、本論文はレーザー顕微ラマン散乱分光法などの分光学的手法を主たる分析手段として、ワイドバン
ドギャップ半導体、特に SiC と幾つかの窒化物半導体やそれらを含む構造物について行った実験的研究をとりまとめ
たものである。その研究課題は基礎物性に関するものから素子応用に関わる諸問題までに及び、その成果は応用物理
学、特に光物性、半導体工学に寄与するところが大きい。よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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